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1. 서론 

 
최근 나노 기술에 대한 관심과 투자가 증대되고 있는 

가운데, 나노 임프린트 리소그래피 공정은 나노 미터급 패
턴을 대량으로 쉽고 빠르게 전사 할 수 있는 공정으로서 
많은 관심을 받고 있다. 또한, 기존의 반도체 공정과의 융
합을 위한 공정 개발은 공정 비용을 절감 시킬 수 있는 장
점을 포함하고 있다. 그러나 나노 또는 마이크로 패터닝 
공정에서 주로 사용되는 물질인 포토 레지스트는 두 공정 
모두가 공통으로 사용 할 수 없음이 기존 반도체 공정과의 
융합에 있어서 단점으로 작용 하고 있다. 또한 나노 임프

린트용 레지스트의 가격이 고가임을 감안한다면, 저가의 
제조 비용과 대량생산을 목표로 하는 나노 임프린트 공정

에 있어서 기존 포토 레지스트의 사용은 매우 중요한 문제

임을 알 수 있다.  
본 논문에서는 기존의 포토 리소그래피 공정에서 사용

하고 있는 포토 레지스트를 나노 임프린트 공정에 적용하

여, 기존의 반도체 공정과의 융합이 가능하도록 유도 하고

자 하였다. 
 

2. 본론 
2.1. 실험 재료 및 실험장비  

본 실험에서 사용된 포토 레지스트는 일반적인 MEMS 
공정에서 주로 사용되는 네가티브 특성의 SU-8 
(MicroChem)과 간섭 리소그래피에서 사용되는 파지티브 특
성의 AZ GXR601 (Clariant)을 사용하였다. SU-8 의 경우, 한
번 경화 된 후에는 제거가 어려운 단점이 있으나 안정적인 
특성을 가지고 있으며, GXR601 의 경우 나노 미터 선폭이 
현상 공정으로 패터닝 가능한 특징을 가지고 있다.  

실험에 사용된 장비는 step & repeat 이 가능한 UV 나노 
임프린트 장비 ANT-4 로서, 한국기계연구원에서 개발하였

으며 아래의 Fig. 1 과 같다. 
 

 
Fig. 1 Used UV nanoimprint lithography machine, ANT-4, 

developed by KIMM 
 

 
2.2. 실험방법  

포토 레지스트를 이용한 나노 임프린트 공정은 Fig. 2 와 
같이 PDMS 를 이용하여 이루어지는 일반적인 임프린트 공
정과 일치한다. 나노 임프린트 공정 특성에 의하여, 현상과 
같은 단계는 거치지 않으므로 기판의 종류는 에싱 공정에

서 사용 될 수 있는 것으로 선정한다. 준비된 기판에 포토 
레지스트를 3000rpm, 10sec 동안 스핀 코팅한다. 나노 임프

린트 공정이 가능토록 하기 위해 레지스트의 유동성을 보
존, 이용해야 하므로 소프트 베이킹 공정을 거치지 않고 
바로 임프린트 장비에 로딩한 후, 1~2bar 의 압력으로 약 
20sec 동안 UV 를 조사한다. 레지스트의 성질에 따라 드롭

을 하여 사용해도 무방하다. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2 the process of the nanoimprint lithography using the 
photo resist: (a) spin coated PR and (b) dropped coated PR 

 
 

2.3. 실험결과 
 

본 실험에서 사용된 포토 레지스트의 경우, 일반적인 
반도체 공정에서 주로 사용되는 물질로서 MEMS 등의 소
자 제조에 있어서 상당히 안정적인 특성을 가져 올 수 있
는 레지스트이다. Fig.3 은 이러한 공정을 통해 나노 임프린

트 리소그래피 공정이 실시된 결과를 보여주고 있다.  
도포된 포토 레지스트의 두께는 약 200nm 였으며, 실험

에 사용된 PDMS 스탬프는 DVD 패턴을 가지고 있었다. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 3 the FESEM images of the NIL results on the photo resist:  
(a) SU-8 and (b) AZ GXR601 

 

나노 임프린트는 사용되는 레지스트의 유동성을 이용하

여 패터닝 하는 기술로서, 우선적으로 레지스트가 임프린

트용 스탬프가 로딩 된 후에도 그 유동성을 지니고 있어야 

한다. 그렇기 때문에 본 논문의 실험에서는 소프트 베이킹 

공정을 거치지 않았다. 포토 레지스트의 경우 스핀 코팅이 

아닌 드롭 방법도 이용 가능하며, 이 또한 레지스트의 유

동성을 좋게 하기 위한 방법으로 소프트 베이킹 공정이 필

요하지 않다.  

 
3. 결론  

일반적으로 이루어지는 포토 리소그래피에서, 포토 레
지스트는 금속 박막이나 실리콘 박막과 같은 물질의 식각 
공정에서 우수한 선택비를 보여주는 장점을 가지고 있다. 
그러나 나노 미터 선급의 패터닝에 많은 제약을 갖고 있는 
단덤이 타 공정과의 융합에 많은 제약을 가하고 있었다. 
본 논문의 실험을 통해서, 포토 레지스트를 도포한 후 소
프트 베이킹 공정 없이 나노 임프린트 공정을 실행한 결과 
약 300nm 정도의 라인 패턴을 얻을 수 있었다. 이러한 실
험 결과는 기존의 포토 레지스트로 가능했던 공정들과 나
노 미터 선급의 나노 임프린트 리소그래피 공정의 융합이 
가능함을 보여주는 것이다.  
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